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TZ285S

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte

Periodische Vorwarts- und Rickwarts-
Spitzensperrspannung
Vorwarts-StoRspitzensperrspannung

Rickwarts-
Stol3spitzensperrspannung
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
Durchlaspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zundspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom
Zindverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Prifspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand
Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Elemente mit Druckkontakt,
Amplifying-Gate, verzweigt

Innere Isolation
Anzugsdrehmoment fiir mechanische
Befestigung

Anzugsdrehmoment fiir elektrische
Anschlusse

Gewicht

Kriechstrecke

Schwingfestigkeit

Y 1300 V auf Anfrage / 1300 V on demand

2 Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung) / Values according to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current
I“t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties

thermal resistance, junction

to case

thermal resistance, case to heatsink
max. junction temperature
operating temperature

storage temperature

Mechanical properties
Si-pellet with pressure contact,
amplifying gate, interdigitated
internal insulation

mounting torque

terminal connection torque
weight

creepage distance
vibration resistance

t = -40°C..tyj max
t = -40°C..tyj max

t\,j = +25°C...tvj max

t. =85°C

t.=37°C

t,;=25°C,t, =10 ms

t; = by maxo tp = 10 Ms
t,;=25°C,t, =10 ms

t; = by maxo tp = 10 Ms

DIN IEC 747-6, f =50 Hz

lem =1 A, dig/dt =1 Alus

tj = tyjmax: Vo = 0,67 Vpry
6.Kennbuchstabe/6th letter B
6.Kennbuchstabe/6th letter C
6.Kennbuchstabe/6th letter L
6.Kennbuchstabe/6th letter M

i = Ty maxs ir=1500 A

tvj = tvj max

tvj = tvj max

t;=25°C,vp=12V
t;=25°C,vp=12V

i = tyjmax» VD = 12V

tj = tjmax Vo = 0,5 Vpgru

tj = tjmax Vo = 0,5 Vpgrm

tvj=25 °C,vp=12V,Rp,=10 W

t,=25°Cvp=12V,Re>=10 W I,

iom = 1L A, dig/dt =1 Alps, ty = 20 ps
tv‘ = tvj max

Vp = Vprms VR = VRrM

DIN I[EC 747-6,t,;=25°C

icm =1 A, dig/dt =1 Alus

b = by maxs Ftm = Iravm

Vrm =100 V, vpy = 0,67 Vprm
-diy/dt = 20 Alus

dvp/dt = 6.Kennbuchstabe/6th letter

5.Kennbuchstabe/5th letter N
5.Kennbuchstabe/5th letter T
5.Kennbuchstabe/5th letter U
RMS, f =50 Hz, 1 min.
RMS, f =50 Hz, 1 sec.

pro Modul/per module, Q =180° sin Ry
pro Modul/per module, Q =180° sin

pro Modul/per module

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

Vorms Vrrv 1600 1800 2000 v Y

Vbsm 1600 1800 2000 V
VRsm 1700 1900 2100 V
ltRMSM 800 A
lravm 285 A
510 A
lrsm 9,3 kA
8 kA
1“t 433 -10° A’s
345 -10° A’s
(dit/dt), 300 Alus
(dvp/dt)er K
50 50 Vlius
500 500 Vl/us
1000 50 Vlius
1000 500 Vl/us
VT max. 2,65 V
VT(TO) 1,30 \%
rr 0,72 mW
loT max. 250 mA
Ver max. 22V
lep max. 10 mA
max. 5 mA
Vep max. 0,25 V
In max. 300 mA
max. 1500 mA
ipy IR max. 100 mA
tya max. 1,5 ps
ty
max. 60 ps
max. 80 ps
max. 120 ps
VisoL 3 kV
3,6 kV
max. 0,078 °C/W
max. 0,0745 °C/W
Rinck max. 0,02 °C/wW
tyj max 125 °C
toop -40...+125 °C
tsig -40...+130 °C
AIN
M1 6 Nm
M2 12 Nm
G typ. 900 g
15 mm
50 m/s?

3 Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. MeRbedingungen fiir t qo- | Immediately after circuit commutated turn-off time, see parameters for t .



Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy,;c per arm for DC

Pos. n 1 2 3

Ripn[°C/W] | 0,00194 |0,00584 |0,01465

0,0254

0,0267

this] 0,000732 | 0,00824 | 0,108

0,57

3,0

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

ot
Zihgc = S Ripn (1€ Tn)
n=1
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